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【手続補正書】
【提出日】平成20年12月10日(2008.12.10)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】発明の名称
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の名称】半導体装置
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の記憶素子を含むメモリセルアレイを有し、
　前記記憶素子は、凸部を有する第１の導電層と、前記凸部が突出した側の前記第１の導
電層上に設けられた絶縁層と、前記絶縁層上に設けられた第２の導電層とを有し、
　前記絶縁層は、有機化合物層、有機化合物と無機化合物との混合層、または光酸発生剤
がドーピングされた共役高分子材料からなる層である
ことを特徴とする半導体装置。
【請求項２】
　トランジスタと、前記トランジスタと電気的に接続される記憶素子を複数含むメモリセ



(2) JP 2006-237593 A5 2009.1.29

ルアレイを有し、
　前記記憶素子は、凸部を有する第１の導電層と、前記凸部が突出した側の前記第１の導
電層上に設けられた絶縁層と、前記絶縁層上に設けられた第２の導電層とを有し、
　前記絶縁層は、有機化合物層、有機化合物と無機化合物との混合層、または光酸発生剤
がドーピングされた共役高分子材料からなる層である
ことを特徴とする半導体装置。
【請求項３】
　請求項１または請求項２において、
　前記メモリセルアレイは、ガラス基板、可撓性基板、または単結晶半導体基板上に設け
られている
ことを特徴とする半導体装置。
【請求項４】
　請求項１乃至請求項３のいずれか一項において、
　前記メモリセルアレイと、アンテナとを有する
ことを特徴とする半導体装置。
【請求項５】
　第１のトランジスタ及び第２のトランジスタと、
　前記第１のトランジスタと電気的に接続する記憶素子と、
　前記第２のトランジスタと電気的に接続するアンテナとを有し、
　前記記憶素子は、前記第１のトランジスタのソース電極又はドレイン電極と電気的に接
続され、凸部を有する第１の導電層と、
　前記凸部が突出した側の前記第１の導電層上に設けられた絶縁層と、
　前記絶縁層上に設けられた第２の導電層とを有し、
　前記絶縁層は、有機化合物層、有機化合物と無機化合物との混合層、または光酸発生剤
がドーピングされた共役高分子材料からなる層である
ことを特徴とする半導体装置。
【請求項６】
　請求項５において、
　前記アンテナは、
　前記第２のトランジスタのソース電極又はドレイン電極と電気的に接続される接続端子
と、
　前記接続端子と電気的に接続される導電性微粒子とを介して、
　前記第２のトランジスタと電気的に接続されていることを特徴とする半導体装置。
【請求項７】
　請求項１乃至請求項６のいずれか一項において、
　前記第１の導電層は、複数の凸部を有する
ことを特徴とする半導体装置。
【請求項８】
　請求項１乃至請求項７のいずれか一項において、
　前記凸部は、少なくとも一部に曲面を有する、または前記第１の導電層の表面に対して
側壁面が傾斜角度１０度以上８５度以下に傾斜している
ことを特徴とする半導体装置。
【請求項９】
　請求項１乃至請求項８のいずれか一項において、
　前記凸部の表面に撥液層が設けられている
ことを特徴とする半導体装置。
【請求項１０】
　請求項１乃至請求項９のいずれか一項において、
　前記絶縁層は、電気的作用又は光学的作用により結晶状態、導電性、または形状が変化
する層である
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ことを特徴とする半導体装置。
【請求項１１】
　請求項１乃至請求項１０のいずれか一項において、
　前記記憶素子は、電気的作用又は光学的作用により抵抗値が変化する
ことを特徴とする半導体装置。
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